Si-Leistungs-Transistoren NPN

2 N 3054
BDY 71

Ausfilhrung Transistoren im Metallgehiuse
TO 66, galvanisch mit dem Kollektor
verbunden. Durch homogene Basisdiffusion

"Homobase® ' besohders gegen 2, Durchbruch

geschiitzt.

Anwendung Leistungsschalter, Treiberstufen

und Verstidrker,

Grenzwerte bei TG =25°C

10 66 (4,69)

Kollektor-Basis-Spannung Ucpo |90 A%
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo |55 v
Rpp =100 © Ucgr |60

Ugp=-L5V Uecpx |90
Emitter-Basis-Spannung Uggo |7 v
Kollektorstrom I 4 A
Basisstrom Ig 2 A
Gesamtverlustleistung Piot 29 w
Sperrschichttemperatur Tj 200 °c
Lagertemperatur Tg -65...200 |°C
Wirmewiderstand oc/w
Sperrschicht/Gehiuse Ring  |<6 .
02. 71
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2 N 3054
BDY 71

Si-Leistungs-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei Tg=259C

Emitter-Basis- Ugppp=7V IgBO <1 mA
Reststrom b
Kollektor-Emitter- Ucpx=9V Ierx <1 mA
Reststrom
UBE = -1,5 \
T = 1500C Upgpx =30V <5
Emitter-Basis- IEBO =1 mA U(BR)EBO >7 A\
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- Icgg =100 mA U(BR)CEO * >55 A%
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- Icggr = 100 mA U(BR)CER* >60 \%
Durchbruchspannung Rpg = 100 @
Kollektor-Emitter- I = 500 mA Ucrsat <1 v
Restspannung Ig=50mA

' Basis-Emitter- Ucg =4V UBE <1,7 v
Spannung IC = 500 mA
statische Strom- Ucg =4V 2 N 3054 | hgyp 25...100
verstarkung Ic = 500 mA  [BDY 71 80...200
Transitfrequenz Upg =10V fp >0,8 MHz

Ic = 200 mA

* Impulsweise gemessen: tp =300pus, 6<2%

02. 71
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Si-Leistungs-Transistoren NPN

2 N 3054
BDY 71

Zulédssige

Gesamtverlustleistung
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Zulédssiger Arbeitsbereich

g 7N 3054
BDY 7
T5=25°C
Einzelimpulse
tp = AR \( N
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2 N 3054

BDY 71 Si-Leistungs- Transistoren NPN
Kollektor-Emitter-
Transitfrequenz Soerrspannuang
fr=1c) * Ucgr = f(Rpg)
11 (MH2) lUgg =10V Ucer(v) T6=25%
Tg=25°C §0
K
N
58 X
0 //— “‘h.._\ \
10 N = \
56 \
N
0! 54
0 0 02 Ic(mA) 1! 10? 103 Rpel
02.71
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BDY 72

Si-Leistungs-Transistoren 2 N 3441

Ausfiihrung Transistoren im Metallgehiuse
TO 66, galvanisch mit den Kollektor ver-
bunden. Durch homogene Basisdiffusion
""Homobase ®" besopders gegen 2. Durch-
bruch geschiitzt.

Anwendung Leistungsschalter und Verstarker.

¢ 10 66 (4,69)

Grenzwerte bei T =25°C

BDY 72 2 N 3441
Kollektor-Basis-Spannung . Ucpgp |150 160 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo |120 140 \%
Rpg =100 Ucgr (130 150
Uggp=-L.5V Ucgx |150 160
Emitter-Basis-Spannung Uggo |7 v
Kollektorstrom Ie 3 A
Basisstrom Ig 2 A
Gesamtverlustleistung Piot 25 w
Sperrschichttemperatur Tj 200 °c
Lagertemperatur " Tg -65...200 oC
Wirmewiderstand oC/wW
Sperrschicht /Gehiduse Ring <7 .
02.71
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BDY 72
2 N 3441

Si-Leistungs-Transistoren

Allgemeine Kennwerte bei Tg =250C

Emitter-Basis- Reststrom UEBO=7V IgBO <1 mA
Kollektor-Emitter-Rest- Ucgx =130 V /BDY 72 [ICEX <1 mA
strom UCEX= 140 V (2 N 3441
UBE=-1,5V
Tg =150°C Ucgpx =130 V[BDY 72 <5
UCEX= 140 V{2 N 3441
Kollektor-Emitter-Durch- IcEO=0,1 A {BDY 72 |U(BR)CEO"[>120 v
bruchspannung 2 N 3441 >140
Kollektor-Emitter-Durch- ICER=0,1 A IBDY 72 |UgR)cER*|>130 v
bruchspannung RBE =100 @ 2 N 3441 >150
IcEX=0,1 A |BDY 72 [U(BR)CEX|>150
Upg=1,5V |2 N 3441 >160
Kollektor-Emitter- Ic=0,5 A UcEsat <1 v
Restspannung Ig=0,05 A
Basis-Emitter-Spannung Ic=0,5A UBE <37 v
UcE=4V
Statische Stromver- Ic=0,5 A BDY 72 |ho1 g 60...180
stirkung bei 2 N 3441 20... 80
Uep=4V
Transitfrequenz Ic=0,2 A BDY 72 |(fp >0,8 MHz
Ucg =10

*Impulsweise gemessen: tp=300us, §<2%

02.71
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BDY 72

Si-Leistungs-Transistoren 2 N 3441
Zulsdssige
Gesamtverlustleistung Zulissiger Arbeitsbereich
Piot = {(TG) Ic=H(UcE)
Prot(W) Ic 7N 3641
BDY 72
7T5 =25°C
Einzelimputse—1P= 1
30 \ r 30us --[-
A\ ) v | 100 us HH
\\\\.“ \IIHH
500 us
N\ \ I\ \li [ |'u||
0 A \ YN ms
N\ 100 . ¥2ms
[T Gleichstrom- )
y —1 Betrieh TR
N, Rthé {
N S0ms
10 N (LMY
500 ms
\ L1
X, N
BOY 721 2N %41
0 107! I N
0 50 100 150 Tg (°C) 100 10! 02 Ueelv)
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2 N 3055
Si-Leistungs-Transistoren NPN BDY 73
Ausfiihrung Transistoren im Metallgehiuse [=—27.2— — 86
TO 3 (DIN 3 A 2), galvanisch mit dem Kollektor g 1

verbunden. Durch hqmogene Basisdiffusion

f ) T i
"Homobase®" besonders gegen 2. Durchbruch I ey 1l i -
geschiitzt, - {s =k 'I T =
1.2
Anwendung Stabilisierte Netzteile Spannungswandler 1 :J l
Leistungsverstirker, Ultraschall-Generator. ®42 o [ X

1013

Grenzwerte bei Tg=25°C

Kollektor-Basis-Spannung UCBO 100 A%
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo |60 \%
Rpg =100 © Ucgr |70
UBg=-L5V Ucrpx 100
Emitter-Basis-Spannung Ugpo |7 A%
Kollektorstrom IC 15 A
Basisstrom Ig 7 A
Gesamtverlustleistung Piot 117 w
Sperrschichttemperatur Ty 200 oc
Lagertemperatur . Tg -65,,.200 |oC
Wirmewiderstand o°c/w
Sperrschicht/Gehiuse Ring <1,5 3
02.71
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2 N 3055
BDY 73

Si-Leistungs-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei Tg = 25°C

o 3 . F3
Ko s~ lcowomt_Upgepg POV
= E3
{:FER- -102000mA U(BR)CER >70
BE
= * >100
%FEV_ 100“{/_‘“ U(BR)CEX
BE = 5
Kollektor-Emitter- In = 4 A UCEsat* <Ll v
Restspannung IB =04A
Basis-Emitter- I~=4 A UBE <L8 A%
Spannung I?CE =4V
Emitter-Basis- UEBO =7V IegoO <5 mA
Reststrom :
Kollektor-Emitter- UCEX =100 V Icrx <5 mA
Reststrom 3
UBE =-15 Vo UCEX =60V <10
bei T = 150°C
statische Strom- UCE =4V ho1g* 20...70
verstdrkung IC =4A
Transitfrequenz UCE =10V fT >08 MHz
IC 1A

* Impulsweise gemessen: t = 300 us, 8<2%

03.71
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2 N 3055
Si-Leistungs- Transistoren NPN BDY 73
Zuldssige
Gesamtverlustleistung Zulissiger Arbeitsbereich
P, =f(Tg) _ Io=1(Ucg)
Piot W) Ic(A) N 3055 ]
BDY 73
Tg=25°C
N
100 N
Einzelimpulse P *
N Tioaf s
\ \
\ 10! Gleichstrom - - \” %“"’s
\thﬁ Betrieb Tt ”Hﬂ
1ms
50 NP
$100 ms
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\
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0 100
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hyy g1 Ic=f(Ucg)
h - T Z Ig(A) Tg = 25°C
al3 Fo0 o “ Ucp = 4V [} .
Tg =25°C [[]l]
|4 ‘\
N N!H 10 0
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— 200
5 i
100
-
30 -
4 Ig=10mA
100 ) 0 —
102 10! 10 I¢ (A) 0 10 20 0 UgelV)
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2 N 3055

BDY 73 Si-leistungs-Transistor NPN
Kollektorstrom Transitfrequenz
IC =f( U_BE)' fp=f (Ic)
Ig(Ar] Ugg = 4V f1(MHz) Tg= 25°C
Ucp=4V
16 p: N
g 7
10 /
12
8 '/ A / \
/ A / \
- o
6 Tg = 25°C / W4 08 \
‘ Anusec
/(A \
/ 04
2 ’/
0 / 0
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Kollektor-Emitter-Sperr-
. Basis-Emitterspannung

spannung
Ucgr = (Bgg) Upp =)
Uger(v) To=25°C Uge (V) BY 3
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80 2
15
0 < 4
\\\ // //
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2 N 3442
Si-Leistungs-Transistoren NPN BDY 74

Ausfiihrung Transistoren im Metallgehiuse
TO 3(DIN 3A 2), galvanisch mit dem Kollek-
tor verbunden. Durch homogene Basisdiffu-
sion "Homobase®'" kesonders gegen 2,
Durchbruch geschiitzt.

Anwendung Leistungsschalter und
Verstédrker.

o
T
~

103

Grenzwerte bei T =25°C

2 N 3442 |BDY 74
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo |160 150 A%
Kollektor-Emitter-Spannung Ucro 140 120 v
Rgg =100 Q Ucggp [190 130
Ugp=-,5V UCEX 160 150
Emitter-Basis-Spannung UEBO 7 A%
Kollektorstrom IC 10 A
Basisstrom iz 7 A
Gesamtverlustleistung Piot 117 w
Sperrschichttemperatur " T 200 oc
Lagertemperatur Tg -65...200 oc
Wirmewiderstand oc/w .
Sperrschicht/Gehéduse Ring <L5
03.71
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2 N 3442
BDY 74

Si-Leistungs-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei T =25°C
Kollektor-Basis- Ucgo*™ 130 vV BDY 74 ICBO <1 mA
Reststrom ~ Uggp= KOV 2 N 3442
Emitter-Basis- UEBO= v IEBO <5 mA
Reststrom
Kollektor-Emitter- U =140V 2 N 3442 1 <1 mA
CEX

Reststrom Ugg§= 130V BDY 74
Upp=-L5V
Kollektor-Emitter- ICEO =0,2 A 2 N 3442 U(BR)CEO >140 A\
Durchbruchspannung BDY 74 S120
UBE =.,5V ICEX= 0,1 A 2 N 3442 U(BR)CEX >160

BDY 74 >150
Kollektor-Emitter- Ic=3A 2 N 3442 Ucrsat <1 v
Restspannung IB =0,3 A BDY 74
Basis-Emitter- U =4V U <L,7 AY

BE ’
Spannung ICCEE= 3A
statische Strom- UCE =4V BDY 74 h21E 50... 150
verstiarkung IC =3 A > N 3442 20...70
Transitfrequenz U =10V f >0,8 MHz
ICC=E1 A T

* X
Impulweise gemessen: t

02.71

p=300us, 5<2%
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2 N 3442

Si-Leistungs-Transistoren NPN BDY 74
Zuldssige
Gesamtverlustleistung Zuldssiger Arbeitsbereich
Ptot =f (TG) Arbeitsbereich
PigtW) Ig(A) N 3442
BDY 74
RN Einzelimpulse th=
e o ,\ ‘v\-'r 1 Sﬂs
100 10! A NN
\
\ — Gleichstrom - 3
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\ Rthe ‘
: \
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1 100ms
\\ Y
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A 2N 34421
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T 1
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-
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’ \ 25
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BDY 76
Si-ILeistungs-Transist oren NPN BDY 77

Ausfiihrung Transistoren im Metallgehduse
TO 3 (DIN 3 A 2), galvanisch mit dem Kol-
lektor verbunden. Durch homogene Basisdif-
fusion "Homobase &' besonders gegen 2.
Durchbruch geschiitzt.

—— GS-F—

17—

f—22,8—m
T
i
1

— e

Anwendung Leistungsschalter

103

Grenzwerte bei TG =25°C

BDY 76 BDY 77
Kollektor-Basis-Spannung UCBO 100 150 v
Kollektor-Emitter-Spannung UCEO 60 120 v
bei RBE =100 Q@ UCER 70 135
bei UBE =-1,5V UCEX 80 150
Emitter-Basis-Spannung UEB o 7 A%
Kollektorstrom IC 20 16 A
Basisstrom IB 5 4 A
Gesamtverlustleistung Pto + 150 W
Sperrschichttemperatur Tj 200 °C
Lagertemperatur TS -65...200 °C
Wiarmewiderstand °C/wW
Sperrschicht /Gehéuse Ring <17
02.71
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BDY 76
BDY 77 Si-Leistungs-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei TG =25°C

gollektor-Basus- . UCBO= 100 V | BDY 76 ICBO <5 mA
eststrom ’
bei TG= 150°C UCBO= 30V <10
Ié:l;l;lgi;Emltter- UCEO= 50 V BDY 76 ICEO <10 mA
UCEO.' 100 V |BDY 77 <2
Emitter-Basis- UEBO =7V IEBO <5 mA
Reststrom
Kollektor-Emitter- UCEX= 100 V |BDY 76 ICEX <5 mA
Reststrom
UBE =-1,5V UCEX =130 V BDY 77 <2
i = ° =
bei TG 150°C UCEX 30V BDY 76 <10
Ucgx=130 V. |BDY 77
- i - = * |>
g.;il:}l;gchsl;:rﬁzng ICEO 0,2 A BDY 76 U(BR)CEO 60 ‘ v
BDY 77 >120
ICER= 0,2 A BDY 76 U(BR)CER* >T70
RBE =100 Q
UBE =-.1,5V ICEX= 0,2 A BDY 176 U(BR)CEX* >80
ICEX=0,1 A BDY 77 >150
Kollektor-Emitter- I1.=10A BDY 76 |U <1,4 v
C CEsat
Restspannung IB =1A
IC =8 A BDY 77
IES=0‘8'A
Basis-Emitter- IC =10 A BDY 76 UBE <2,2 v
Spannung 1 c =8 A BDY 77
UCE =4V
statische Strom- I1.=10A BDY 76 h21E % 40... 120
verstdrkung I1.=8A BDY 77
U._=4V ¢
CE
Transitfrequenz I.=1A f >0,8 MHz
C T
UCE =4V

* Impulsweise gemessen; tp =300 us,$ <2%

02.71
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BDY 76

Si-Leistungs-Transistoren NPN BDY 77
Zuldssige
Gesamtverlustleistung Zuldssiger Arbeitsbereich
Ptot=f(TG‘) Ic=f(UCE)
Prot W) Ig(A) IN3TTZ
BOY 76
Tg=259¢
150 |
Einzelimpulse
Y N \
\\ LANSYY
Gleichstrom- | [ [NN. SN
100 \ Betrieb | {p - Nx\?/\)y’\
\ 10! s [N
\ Ring 100 s N a
' 200 us > AN
1ms \
100 ms
50 \ 500 ms \\
N
\
AN
0 100
0 50 100 150 Tg (°C) 100 1! UgelV)
Statische Stromverstirkung Zulassiger Arbeitsbereich
b1 g=10) Ic={(Ucg)
h21E UgE=4V IctA 3773
[ BOY 77 |.
Einzelimpu se—‘lTE':IZ5 °C
‘\\t\ NN 'p=‘“
LAttt '\ \\‘\\ \ N ].0415‘ T
AN 102 NN sl
\ — SEERIRY 10N
\ — gl’et»rc?ztrom- AY iup,:s*:;'
102 N 1ms
1 N
\
, \
10 3 100 ms
10! 100
10 100 o A 100 1! 0z Uge

02.71
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Si-Leistungs-Transistoren NPN

BDY
BDY

80
81

Ausfiihrung Si-Transistoren im Kunstoffgehiuse
TO 66 P, Kollektor galvanisch mit der Boden-

vorliufige Daten

platte verbunden, aufschraubbar auf einen yEmax
Kiihlkérper. Durch homogene Basisdiffusion }ELﬁ;;l—_}_"“_‘z*s
"Homobase®" besonders gegen 2. Durchbruch [ }
geschﬁtzt. [=— 15,3 max —=
- 8,8l 12

max min 0,78
Anwendung NF-Leistungstransistoren fiir =T
A-Verstirker bzw., mit den Typen BDY 82 E_ JST AL -:'E__A 254
und BDY 83 als Komplementirverstirker. a Q*EILE_I = .'E—i’“
Durch die niedrige Sittigungsspannung L P 1*3
ebenfalls sehr gut fiir universelle Schalt- 10 66 P (139) L_a‘: 3'": oman Lo

anwendungen geeignet.

Grenzwerte bei Ty;=25°C

BDY 80 |BDY 81
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo |40 60 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo |35 50 v
Emitter-Basis-Spannung Upgo |10 v
Kollektorstrom Ic 4 A
Emitterstrom -Ig 4 A
Gesamtverlustleistung Ptot L5 w
bei T(; =25°C | 36 .
Sperrschichttemperatur Tj 150 °c
Lagertemperatur Tg -55...175 oc
Wiarmewiderstand o°c/w }
Sperrschicht/Gehiuse Ripng [S3.5
Sperrschicht/Luft - Ry <83
02.71
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BDY 80

BDY 81 Si-Leistungs-Transistoren NPN
vorldufige Daten
Allgemeine Kennwerte bei Ty= 25°C
Kollektor-Basis- UCBO =20V ICBO <200 MA.
Reststrom -
Kollektor-Emitter- Ucgo=20V Icro <10 mA
Reststrom
Emitter-Basis~ Ugpgo=5V IzBO <100 uA
Reststrom
Kollektor-Basis- ICBO= 10 mA BDY 80 U(BR)CBO >40 v
Durchbruchspannung BDY 81 >60
Emitter-Basis- IEBo'-‘ 10 mA U(BR)EBO >10 \2
Durchbruchspannung
Durchbruchspannung BDY 81 350
Kollektor-Emitter- Ic=1A BDY 80 |Ucggat 0,2 (<1,0) |V
Restspannung Ig=0,05 A
Ior=3A BDY 81 0,5 (<1,5)
Ig=0,3 A
Basis-Emitter- Ucg=5V Ugg <0,9 A%
Spannung I¢=0,5A
statische Strom- Ic=0,5 A ho1E" 80(40..240)
verstirkung — -
Ucgp=5V Ie=1A 55 (>20)
Ic=2,54A 25 (>10)
Transitfrequenz -Ip=0,5 A fT >0,8 MHz
UCE =10V
Kollektor-Sperr- UCB =10V Chie 250 pF
schicht-Kapazitét f=1 MHz

* Stromverstdrkungsbereich auf Wunsch eingeengt.

BDY...A 40...80
BDY...B 70...140
BDY...C 120...240

02. 71
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Si-Leistungs-Transistoren NPN

BDY 80
BDY 81

vorliufige Daten

Zuliassige
Gesamtverlustleistung L
P =£(T) « Kennlinien in
tot Emitterschaltung
ot Ig(A) I
\ A\ 3150
\ \ 125
30 \ 25 100
\ \ 75
\ \\ 2 |
\ 5
NS Ig=25mA
. | \
\ Rtng '
\ —“UCE =5V
\ ) Uggtv)
0 \ glmA BT [0 | 0 | 20 | |
UCE:SV 0.4
‘ \
70,8
Rthu \ P |
0 — 12"
0 5% 10 150 T(°0) Ugg (V]
Kollektor-Emitter-
Statische Stromverstirkung Restspannung
ha1 g = 1(I¢c) UcEsat = flic)
h21E Ugg=5V UgE satfV) .
102 100
/l
5 AN /
3 N )4
hoge = 20
Y
///
10! 107! =
5 == o
hyg=10
3
102 109 100 1A 102 107 00 iglA)
02,71
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BDY 82
Si-Leistungs-Transistoren PNP BDY 83

vorléaufige Daten

Ausfiihrung Si-Transistoren im
Kunstoffgehiuse TO 66 P, Kollektor
galvanisch mit der Bodenplatte verbunden,
aufschraubbar auf einen Kiihlkdrper.

1,5max
Durch homogene Basisdiffusion "Homobase® :gﬁ;;:l  —_——

besonders gegen 2. Durchbruch geschiitzt. H
r—-— 15,3 max —m=
Anwendung NF-Leistungstransistoren fiir S max T ] 076
A-Verstirker bzw. mit den Typen BDY 80 E b7 :‘r'{'\ ——y
und BDY 81 als Komplementirverstirker. G- J5a = — = 25
: . : a 2 B - € L ——A— 2'5‘
Durch die niedrige Sittigungsspannung m { I i ]

ebenfalls sehr gut fiir universelle Schalt- TO'GGP (154) L 3,8%max ‘g
anwendungen geeignet, "9 12,7 —w=1 6 max bee—

Grenzwerte bei T(y=25°C

BDY 82 |BDY 83

Kollektor-Basis-Spannung 'UCBO 35 50 A%
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucggo |35 50 A%
Emitter-Basis-Spannung -UgBoO A%
Kollektorstrom -Ic A
Emitterstrom Ig A
Gesamtverlustleistung Piot L5 °c
bei T =25°C 36
Sperrschichttemperatur Tj 150 oc
Lagertemperatur Tg -55... 175 °C
Wirmewiderstand o°c/w .
Sperrschicht/Geh&use Ring <3,5
Sperrschicht/Luft Rinyu <€3

02,71
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BDY 82
BDY 83

Si-Leistungstransistoren PNP

vorldufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei Tyy= 25°¢C

Kollektor-Basis- -UcBo=20V -IcBO <200 uUA
Reststrom -
Kollektor-Emitter- -UCEO =35V -ICEO <10 mA
Reststrom
Emitter-Basis- -Ugpp=5V -IgBO <100 uA
Reststrom
Kollektor-Basis- -Icgp=10 mA BDY 82 'U(BR)CBO >35 v
Durchbruchspannung BDY 83 >50
Emitter-Basis- -Iggp =10 mA -U(BR)EBO |>5 \'"2
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- -Icpp=100mA BDY 82 'U(BR)CEO >35 A\
Durchbmchspannung BDY 83 <50
Kollektor-Emitter- -Ic=1A BDY 82 |-Ucggat 0,2(<1) v
Restspannung -1g=0,05 A
-Ig=3 A BDY 83 0,5(<1,5)
-Ig=0,3 A
Basis-Emitter- -Ucg=5V -Upg <0,9 v
Spannung -Ic=0,5 A
statische Strom- -Ig=0,5 A ho1g* 80 (40...240)
verstidrkung =1 A 55 (>20)
_Urm=5
CE=°V Ig=25A 25(>10)
Transitfrequenz Ig=0,5A fr >0,8 MHz -
-Ucg=10V
Kollektor-Sperr- -Upg=10V Chie 200 pF
schicht-Kapazitét f=1 MHz

* Stromverstdrkung auf Wunsch eingeengt.

BDY...A 40...80
BDY...B 70...140
BDY...C 120...240
02. 71
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Si-Leistungs-Transistoren PNP

BDY 82

- BDY 83

Zuldssige
Gesamtverlustleistung
Py =HT)

Prot(W)

A\

\

30 \

20

\ Rtng

0 50 100 150 T(°C)

Statische Stromverstidrkung
ho1 g=1(c)
h21E Ugg=5V

12 .

10? 10 100 -1p(A)

02.71

vorléaufige Daten

Kennlinien
in Emitterschaltung

glA) 15|0
N 125
\| [25 100

N 75

1‘ 1
\2 -1p=25mA —|

Ugglv)

-IB(mA)

s

- 12

-UggtV)

Kollektor-Emitter-
Restspannung

UcEsat ® f(IC)

-UgesqtiV)
100
/|
/
hy1g = 20
My

il

10!
== ,,'
hz1g=10
102 10 100 -1gla)
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